SSE 550/551/552  Si-NPN-Transistor

Silizium-NPN-Planar-Darlington-Transistoren fiir Anwendungen in der Hybrid- und Auf-

setztechnik
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MaBbild mit AnschluBbelegung Gehduse: SOT-89
Grenzwerte
Grenzwert RRHESS min. max. Einheit
zelchen
Kollektor-Basis-Spannung  |U g0l v
CBO 9)
80 V
90%) v
Kollektor-Emitter- U 451) v
CER 2)
Spannung 60 v
80%) v
Emitter-Basis-Spannung U EBO 5 v
Kollektorstrom IC 0,5 A
Kollektorspitzenstrom Lowm 1,6 A
Basisstrom IB 100 mA
Gesamtverlustleistung Ptot 1 W
; < =
bei Tamb — 25 °C
- auf Keramiksubstrat
0,7 mm diek
2,5 em® Fldche
Sperrschichttemperatur Tj 150 i W
Betriebstemperaturbereich Tstg -95 125 °C

1) SSE 550; 2) SSE 551; 3) SSE 552
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Grenzwerte

Grenzwert ;(el-li::zh-en min. max. Einheit
Warmewiderstédnde
zwischen Sperrschicht
und Umgebung
- auf Keramiksubstrat Rthja 125 K/W
0,7 mm dick
2,5 em® Fliche
zwischen Sperrschicht Rthjc 10 K/W
und Kollektor '
Ausgewiihlte Kennwerte (T, =~ = 25 °C)
Kennwert E:iﬁl—en Mef3bedingung min. | typ. max. |Einheit
Kollektor-Emitter- ICES UBE =0 10 HA
Reststrom UCE = UCERmax
Emitter-Reststrom IEBO IC -0 10 uA
’ UEB =4V
Kollektor-Emitter- UCEsat IC = 0,5 A 1,3 Vv
Restspannung IB = 0,5 mA
Basisspannung UBEsat IC =0,5 A 1,9 v
IB = 0,5 mA
Gleichstromverstérkung UCE =10V
hFE lC = 0,15 A 1000
hFE lC = 0,5 A 2000
Schaltzeiten tein ICX =0,5 A 1 0,4 us
Igx = 0,5 mA
taus ICX = 0,5 A 1,5 e
IBX = 0,5 mA
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